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Bsschreibur.g 

Verf&hrsn zur Metal lisierunc eines Isolators und/oder eines 
Dialektnkums 

5 

Die Srfindung betrifft ein Verfahren zur Metaliisierung eines 
Isolators und/oder Dielektrikums . 

Die Metallschicht auf einem Isolator, wie beispieisweise der 
10 isolierschicht eines elektronischen oder laikroelektronischen 
3auelements, wird derzeit so aufgebracht , dass zuerst auf den 
Isolator laittels eines Vakuuiaprozesses eine dtlnne Metall- 
schicht aufgebracht wird. Nach der Abdeckung mit .Photolack 
and dessen Strukturierung wird die Metallschicht chemisch 
15 oder elektrocheiaisch verst&rkt, anschlieftend der Lack ge- 

strippt und die erste dunne Metallschicht zuruckgeatzt . Die- 
ses Verfahren 1st kompiex und teuer. Ausserdem kann das 
Strippen des Lacks zur Partikslbildung und demzufolga zu ei- 
ner Ausbsutsverringerung fiihren. 

20 

Aus der DE 193 51 101 Al ist ein Verfahren zur seiektiven Ab- 
scheidung einer Metallschicht auf der Oberflache ernes Kunst- 
stcf f substrats bekannt. Dabei warden die zu beschicnteten be- 
reiche der Oberflache mi.t elektrbiaBgnetischex "Strahiung .be-. 

25 aufschlagt, wobei cheraische Bindungen gespalten una • funktio- 
nelle Grupperu als reaktive Zentren geschaffen werder.. Die 
Bastrahlung erfoigt insbesondere mit UV-Strahlung bei einer 
Wallenlange < 320 nm, vorzugsweise 222 nza. Nach der Bestrah- 
lung, die unter Zuhilf enahiue einer Maske oder siitreis eines 

30 schreibendan Laserstrahls erfolgt, wird an den reaktiven 

funktionellen Gruppen der Oberflache eine E dslme tall verb in- 
dun g fixiert. Dazu wird das Kunststof f teil entweder noch in 
eine Queil-Lbsung gecaucht, beispielsweise in eine S^molare 
wassngs NaOH-Lbsung, oder unmittelbar mit einer die abzu- 

3S scheidende Substanz enthaltenden Lbsung, d.h. mit einer Keim- 
lbsung, kontaktiert. Nachfolgend wird in einem stroittioser. Me- 
taiiisi-erungsbad die Metallschicht abgeschieden . 



23. MAR. 2001 17:00 




MUNICH 




MR. 588 



S.4 



GR 00 P 1SS3 



Eine derartigs Vorgebensweise 1st in der Mikroelekrronik 
nicht prakt iziarbar , da fur die Spal tunc der chemischsn Bln- 
dungsn er.ergiereichs Strahlur.g, insbesondere der tfellenlange 
5 von 222 ma, erfcrderlich :s:. Es gibt aber keine ausreichend 
leis tuncs5tar:<£n Lamp en dieser Wellenlange, so dass die Be- 
lichtungszei~en deutlich hdher liegen (Faktcr > 10) ais bei 
Standardbelichtungen. Dadurch wird aber der Durchsatz an be- 
keiri^baren Substraten stark singeschrankt und sudex sind die 

10 benStigten Sxcimer-UV-Larapen sehr teuer. Ausserdeir. werden bei 
der Spaltung der Bindungen niedermolekulare BruchstUcke frei- 
gesetzt, welche die -euren Masken verschmutzen "kannen . Ein 
Nachteil des bekannten Verfahrens ist ferner, dass es nur po- 
sitiv arbeitet, d.h. nur die belichteten Bereiche konnen be- 

15 keimt werden. Eine Arbeitsweise im negativen Modus / wobei die 
nicht-belichteten Bereiche be keimt werden, ist dagegen nicht 
moglich. Dies kann dann hone Zusatzkosten fur neue Masken be- 
deuten ; wenn beispielsweise fur bereits existierer.de Prozesse 
nur Negativmasken vorhancen sind. 



Zur Metallisierung cielektrischer Schichten auf einem 
elektronischen Baueiement ist ein Verfahren aus der DE 
199 57 130.9 (noch unverof f entlicht) bekannt, bei dem ein 
photoempf indliches Dielektrikuia auf ein Substrat aufgebracht 
25 wird, das Dielektrikum in einera anschliefi'eridert, Arbeitsschritt 
belichtet und entweder mit oder ohne Warc.ebehandlung bekeimt 
und metaliisiert wird. Nachteilig an diesem Verfahren ist, 
dass es auf photosensitive Dielektrika beschrankt ist. 

30 Aufgabe der Erfindung ist es/ ein Verfahren zur Mecaliisie- 

rung von Isolatoren zu schaffen, das kompatibel mit den Gege- 
benheiten bescehender Prozesslinien ist, im positivan und ne- 
gativen Modus arbeitet und nicht auf photosensitive Dielek- 
trika beschrankt ist. 



LSsung der Aufgabe und Gegenstand der Erfindung ist ein Ver- 
fahren zur Metallisierung zuir.ir.de st einer isolierschicht ei- 



20 
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ne5 elektronischen oder mikroelektronischen Bauteils, deren 
Schichtdicke maximal 50 urn betr^gt, wobei zunachst 

- zumindest sine Isolierschicht auf das Suhstrat aufgebracht 
und durch Sehandlung rait einem Aktivator aktiviert wird, 

- dann eine weicera Isolierschicht aufgebracht und struktu- 
riert wird und schlieftlich 

- die erste Isolierschicht bekeimt und metallisiert wird. 

Dem Verfahren nach der Erfindung kcnr.en alle Isolierschichten 
eines elektrcnischen oder mikroelektronischen Bauteils unter- 
worfen werden, vorausgesetzt, sie lassen sich durch geeignete. 
Aktivatoren so aktivieren, dass eine Bekeimung moglich ist- 

Nach einer Ausf uhrungsf orm werden 5 Schichten auf ein Sub- 
strat aufgebracht und jeweiis s trukturiert . Diessr Aufbau 
wird dann aktiviert, bevor die oberste Isolierschicht auf- 
gebracht und strukturiert wird. Danach wire die freiiiegende 
Qberfiache der aktivierten unteren Schichten bekeimt und 
metallisiert . 

Durch das voriiager.de Verfahren lassen sich z.B. benachbarte 
Isoiierschichzen seiektiv metallisieren, indem z,B. die unte- 
re Schicht zuerst aktiviert und dann die obere Schicht auf- 
gstragen wird. Vor der Metallisierung wire die 0*0 ere- Schicht 
strukturiert, so cass die ur.tere Schicht an den Stellan, an 
denen Metallisierung stattfinden soil, freiliegt. Bei der Bs- 
keimung und Metallisierung wird dann nur die untere und akti- 
vierte Schicht metallisiert. 

Unter dem Begnff ^Isolierschicht oder Isolationsschicht* 
vers teht man hier ein elektrisch isolierendes Material, das 
nach der Fertigstellung des Bauelements in diesem Bauelement 
verblaibc, d.h. nicht entfernt wird. Materialien/ die als 
Strukturierungshilf smittel dienen und nach der Durchfuhrung 
eines Prozesses (z.B. Metallisierung, Atzung) wieder entfernt 
werden, wie z.B. kommerziaile Photoiacke auf Navolak-Basis, 
sind darunter nicht zu verstehen. Sbenso sind Materialien, 
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die ein Bestandteil des Substrates sind U.S. Leiterpiatten 
auf Epoxidharzbasis) oder ais Abdeckung varwandet warden 
U.B. Passivierungsschicht auf emem IC aus Siliziumoxid 
und/oder -nitrid oder ic-Geh&use aus geftilltem £poxidharz, 
S d.h. Pressmasse/ „rao Id compound" ) , keine „Isolierschichten n 
im Sinne des hier gabrauch-an Begriffs. 

Die Dicka der Isolierschicht ist vorzugsweise zwischen 0,05 
und 50 yira, besonders bevorzugt zwischen 0,1 und 20 pm. 

IC 

Die Isolierschicht besteht bevorzugt aus einem Polymer. Das 
Polymer weist vorteilhaft eine hoha cheruische und thermtsche „ 
Bestandigkeit auf. Hierdurch werden Lot- und Reinigungspro- 
zesse sowie die Aktivierung (chemisch und/oder physikalisch) 

IS unbeschadet ubers tar-den . Vorteilhaft hat sich insbesondere 
der Einsatz fclger.asr Art en vcn Polysieren erwiesen: Dieiek- 
trika wie Polyi-tilde, Polybenzoxazole, Foiybenzimidazale; vor- 
wiegend aroma-ische Polyether, Polyetherketone, Polyethersul- 
fone; Benzocyciobutsn, aranatische Kohlenwasserstof fe Poly- 

20 chinoline, Pclych^noxaline, Polysiloxane (Silicone), Poly- 

urethane oder Epoxidharze ■ 'Copolymere oder Mischungen dieser 
Polyraeran untarai.nander sir.d ebenf alls geeignet, Weiterhin.. 
eignen sich Verbindungen bzw« Folyiuera mit organisch-anorga- 
n is Cher struktur, 'wie z.3. Qrganosilizium-Organophosphor, oder 

2 5 • Organoborverbindur.gen. Bekanr.tlich kann ^an alle der genann-- 
ten Matierialklassen entwadar in fertiger Form applizisren 
(Schleudsrn, Siebdruck etc.) odsr aus der Gasphase auf darr, 
Substrat oder car erster. Isolierschicht eine Vorstuf e ab- 
scheiden und dort das Polymer erzeugen. Zu den Schichten, die 

30 auf dam Substrac odar ainer Isolierschicht erzeugt * werden, 
gehdren z.3. Schichten aus Kchlenstoff, a-C:H sowie a-C:H-' 
Schichten (amorph) mit weizeren Elementen w:e Si/ P, O, B. 
Rein anorganische Materialien wie Siliziumoxid und -nitrid 
zahlen nur dann dazu,' wenn sie - ais die obere der beiden 

35 Schichten, z.3. uber eine Lochmasks, Drucktechnik und/oder 
Lithographie aufgebracht und strukturiert werden. 
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Prinzipiell sind alia Materialier. geeignet, die bei dsn 
durchzuf Uhrer.dar. ?zcz ^sser. stabii sine, elektrisch gut iso- 
lierend vir ken ur.d auf cem fertigen Baueleraent kainen Szor- 
effekt haben. 3esoncers geeign.eC sind photosensitive Formu- 
3 lierungen der Isoiisr^iatar ialien . 

Die Isolierschicht kann auch raehrere der oben genannten Kora- 
ponenten sowia Fullstoff enthalten, Bescnders fur die Verwen- 
dung ais Paste, aber auch fUr Siebdrucke, kdnnen deiu Isolier- 
10 material und/oder Dieiektr ikum geaignata FCilstoffe beige- 
mischt werden. £s kann beispislsweise in geldster Form oder 
als Paste auf das Substrat aufgetragen werden. Geeignete 
Techniken sind z.B, Schlaudern/ Gieflen, Dispansen, Rakeln, 
Tampondruck, Tinrer.s trahldruck und/oder Siebdruck. 

15 

Eine srste Isclierschicht wird baispielsweise raittels Schleu- 
dertechnik auf das Subszrat cder aine andere Isolierschicht 
aufgetragen, 3 e nach 3edarf getrocknet und/oder ausgeheizt, 
wean dies zur ~rhal tung dar Endeigenschaf ten notwendig ist. 
20 Anschlisssend wird sie mit eixxem Aktivator aktiviert, Danach 
wird sine zweite Isclationsschicht auf dis erste aufgebracht 
and getrcckr.ee. Die zweita (obere) Isolierschicht wird 2,3. 
fur die Strukturierung durch eine Maske belichtet/ entwickelt- 
und gs.rocknat undAsdsr ausgeheizt . 

25 

Vor dar Aktivierung kann dis erste Isolierschicht ggf . eben- 
f alls strukturiert werden. 

Die Aktivierung fcann durch Sintauchen, Atzeri/ Aussetzen, Be- 
20 strahlan, Besputtern, Srhitzen, Aniosen; Benetzen Oder eine 
andere bekannta Technik erfolgen. 

Der Aktivator ist je nach Ausfuhrungsfonri^ ein Gas (oder eine 
Gasiuischung) , sine Fiussigkeit, eine Ldsung oder ein Plasma, 
3S Der Aktivator fcann insbesendere auch eine Kombination von ei- 
nem Gas mit einer Fiussigkeic oder eir.e sonstige Kombination 
mehrerer Aktivatoren sein. 2ie Aktivierung modifiziart selek- 
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tiv eine Isolierschicht oder die Oberflache einar Isolier- 
schicht beispieisweiss in -der Weiss, dass spater nur diese 
Schicht bekeiiut und/oder matallisiert verden kann. Eine ande- 
re Aktivierung wie eine fUr eine spatere Photosensibilisie- 
5 rung geeignete und ar.dere Aktivierungen sind auch von der Er- 
findung mitumf asst . 

Flussige Aktivatcren sind z.B. basische Reagenzien wie L6sun- 
gen eines oder mehrerer Alkali- und/oder Erdalkalihydroxiden, 

10 Aitutioniumhydraxiden; oxidierende Reagenzien wie die Ldsung von 
Wasserstof fperoxid, Chrcmat, Pertuanganat, (Per)Chlorat und/ 
oder Peroxosalf at; Ldsungen, die sine Saure wie Schwsfel-, 
Salz-, Salpeter- und/oder Phosphors&ure anthalten. Die ge- 
nannten LGsungan kdnnen alle einzeln oder auch in beliebiger 

15 Kombination zum Sinsatz komrcen. 

Aktivatoren, die ais Plasma vorliegen sind z.B.: 
Sauerstoff-/ Chlor-, Kohlendioxid-, Schwef eldioxid-/ Edelgas- 
und/oder Aa&moniakplasi&en; als Gase eignen sich z.B, Ozon, 
20 Sauerstoff, Halogens und/oder Schwef eldioxid sowie deren Mi- 
schungen. 

Das Substrat 1st bevorzugt ein Haibieitar (Silizium (Si) , 
Galliumarsenid, Germanium (Ge) ) oder Keramik, wobei es-.unter- 

2S ■ halb der -erstsn Isolierschicht"- schon elektronische Schaltun- 
gen incl. Metail- und Isolierschichten geben kann (z.B- ein 
front-end bearbeitetes Substrat) . Das Substrat kann aber auch 
Glas, Leiterpiatte und/oder Metall sein. Das Substrat kann 
ausserdem auch ein.es der oben genannten Materialien. mit einer 

'30 aufgebrachten isolierschicht sein. 

Die Keimiasung ist die Lcsur.g oder Erauision eines Metalls 
(oder einer Metailverbindung) in ionogener oder kolloidaier 
Fornu Diese L5sung kann neutral, basisch oder sauer sein. 
3.5 Bevorzugte Keimldsungen sind alle Ldsur.gen von Metalien und 
Nichtmetallen bzw. deren Verbindur.gen, die die Abscheidung 
eines Metalls aus einer recoxcheiui sch metastabilan Ldsung 




NR. 588 S.8 



• MUNICH 



23.MAR.2001 17:02 MUNICH NR. 588 S. 

G* 00 P 1563 



7 * 

dieses Metails kataiysieren . 2ur Hersteliung der Keimlbsung 
werden bevorzugt Edalmetal le (Ruthenium (Ru) , Rhodium (Rh) , 
Palladium (Fd! , Osmium (Qs), Iridium (Ir) , Platin (Pt) , Sil- 
ber (Ag! , Gold (Au) } bzw. deren Verbindungen und Kompiexe 
5 (organisch und/oder anorganisch) eingeseczt. Palladiumverbin- 
dungen wie pailadiumacetat und Pallaciumchlorid werden be- 
reits zur He tailisierung verwendet - 

Als Kompiexe sind scwohl die klassischen cis-Diamino- 
10 di (pseudc) haicgeno- oder alkenyl-Komciexe des Pt(II) oder 

Pd(II) geeignet, da sis zur Reaktion gaeignete Gruppen ent- 
halten. Trisphosphinokomplexe des Pd ur,d Pt enthalten das 
Metall bereits in der Oxidationss tuf e 0, wodurch die Bildung 
von Keimen bzw. Ciustern erheblich vereinfacht und an modifi- 
15 zisrten Oberfiachen favorisiert wird. Die Ligandensysteme 

lassen sich sehr leicht modif izierer, (Sulfonierung, Aminie- 
rung, z .3 . 3- (Bis ( 3-sul f ophenyi ) phoschino ] benzenesulfonic 
acid; 1,3, S-Triaza-7-phosphatricyclo (3, 3, 1, 1] decane) / so das 
auch angepasst geiadene Spezies erhaiten werden kfinnen. Die 
20 Kompiexe werden einfach. durch Zumischen des Liganden zu eina 
Salzldsung des Metalls/der Metalle erhaiten. 

Als Losungsmittel kommen Wasser und organische Losuncsmi ttel 
sowie Mischungen in Frage . Sesonders gseignet sind Isopropa- 

25 nol, Ethanol> y-Sutyrolactcn., Butanon, N-Methylpyrrolidon, 

Aceton, Cyciohexanon, Cyclopentanon, Tetrahydrof uran, Ethoxy 
ethylpropionat, Ethoxyethylacetat , Essigsaureethyiester oder 
Essigs&urebutyiestsr . Die LQ sung kann auch Tenside (ionische 
und/oder niche icnische Tenside) oder Amine (z.B. Triethyl- 

30 amin oder Tet rams thy iammoniuiahydroxid) enthalten. 

Das Verfahren ist insbesondere deswsgen so vorteiihaft, well 
viele elektronische und/oder mikroelektronische Bauelemente 
vor ihrer Bearbeitung rait mindestens zwei Isoliarschichten - 
35 mit einem Bur t ercoating beschichtet sind (in dieser Form kom 
men z.B. Wafer vom Front-End-Bereich; das Buff ercoating ist 
beispielsweise Palyimid oder Polybenzoxazol ; darunter befin- 
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den sich beispielsweise die anorganischen Passivierungs- 
schichcen 5iiiziurcnitrid und/cder -oxid) « Dieses Buffer- 
coating kann bsreits eine Isoiierschicht im Sir.ne der Erfin- 
duhg sein, d.h. sie kann akciviert und anschliessend rait ei- 
5 tier weiteren IsoLierschicht beschichtet werden. Die obere 
Schich- wird entsprechend einer Ausf Uhrungsf orm des Verfah- 
rens surukcuriert , wobei dann in der. freigelegten Bereichen 
die aktivierte untsrs Schicht bekeimt und metallisiert werden 
kann - 



Ein har.ceisublicher Wafer mit einer bereits cyclisierten ?o- 
lyimicbeschichtung wird wie foigt umverdrahtet : Das Polyimid 
wird durch einer. kurzen Atzschritt 2 5 s im Sausrstof fplasma 
aktiviert (500 W, 50 seem Sauerstof f, 50 mTorr) . Der akti- 

20 vierta Wafer wird 10 s in deionisiertes Wasser getaucht, das 
Nasser abgeschleudert und der Wafer 60 s bei 120°C getrock- 
net . AnschlieAend wird eine zweite Lage eines phatosensitiven 
Polyimids auf geschieudert strukturiert und in einem Of en bei 
400 °C ur.cer Sticks-toff a-usgeharcet . "Bei der Plasma -Aktivierung 
'25 der 1. Schicht er.ts'teht 'die aktivierte Oberfiache, auf- der 

sich durch Eintauchen m eine Ldsung von 200 mg r(*-Bipyridyl- 
T[ 2 4/ 4 '-Diaminostilbenopal-ladium(II) in 500 ral Isoprapanol 
selektiv der Palladiumkompiex anbinden lasst (Bekeimung) ♦ An- 
schlienenc wire der Palladiumkomplsx durch Tauchen in eine 

30 alkaiische Borhydrid-Losung (1 g Natriumborhydrid, 5 g Natri- 
uiuhydroxid gel3st in 1000 ml Wasser) reduziert (RT, 2 min) 
Daraufhin er foigt die chernische Verkupferung durch Tauchen 
(10 ir.ir.) in sin warmes handelsiibliches Kupferbad. 



Anhand von Ausftthrungsbeispielan soil die Erfindung noch 
naher er lautert werden. 



Beispi=l 1 
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Beispiel 2 

Die Bekeiraung erfolct analog Beispiel I, jedoch wird hier der 
selektiv angekoppelte Palladium-complex photochemisch unter 
5 Bildung sines Cyclobuwanderivates (C, (CsK^rH 2 ) 4 H 4 ) und Palla- 
dium (0) redusiert. Fur diese Elutbelichtung (Belichtung ohne 
Mas ke mit eiaer Bel ichtungsenargie von 300 mJ/cm 2 ) wird eine 
polychromatische Energiequelle mit Emissionen im Bereich von 
200-500 run verwendet, z.B. eine Quecksilberhochdrucklarcipe - 

10 

Beispiel 3 

3eim Verfahren analog Beispiel 1 wird anstelie des Palla- 
dium ( II) -Komplexas der entsprechende Platin { II) -Komplex ein- 
15 gesetzt. Das irgabr.is ist analog. 

Beispiel 4 

Beiai Verfahren analog Bexspiei 1 wird anstelie des Palia- 
20 diurn! II) -Kcmpiexes der Di-u-chloro-tetraethylendirhodiuiu (I) - 
Kcmplex ver wends t , Das Ergebnis ist analog. 

Beispiel 5 

25 Sin priotos'ensitivas Polyiraid wird nacii Kerstellerangaben auf 
ain Siliziumsubstrat geschlaudert*, belichtet, entwiclcelt und 
ausgehartet. Fiir die Aktivierung des Polyimids wird das Sub- 
strat anschlie3end in folgende Ldsungen getaucht: 

10 min in eine 4C°C warme alkalische Permanganat-LSsung, 
30 bestehend aus 14 0 g/1 Natriumpermanganat und 50 g/1 Natri- 

unhydroxid 
~ Spttlen in deionisiertera Wasser 

- Eincauchen f tir 3 min bei Raumtemperatur in halbkonzent- 
rierte Schwaf elsaure (5 moJL/1) 
35 - Sptilen in deionisiertem Wasser. 

. Danach wird eine zweite Lage Polyinid aufgeschleudert , wie 
ober. beschriebsn strukturierr und ausgeh&rtst. Die freigeleg- 
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ten Stelien der srs-an, aktivierten Polyiiai-dschicht werden 
durch Eintauchsn des Substrats ftlr 45 min in eine 45 d C warms, 
kaufiiche ioncgene Palladium- Lttsung bekeimt. Nach SpUlen mit 
daionisiertem wasssr (Tauchen 3 s) erfoigt eine Reduktion des 
5 ionoganen Palladiums durch eine alkalische Borhydrid-Lbsung, 
bestshsnd aus lg tfacrimaborhydr id und 5 g Na triuiuhydroxid pro 
1 1 deionisierten. Wassar. Nach erneuten SpUlen mit deioni^ 
siertsni Wasser ur.d Trocknen iro. Stickstof f strorr, erfoigt die 
cheir.ische Metiailisiarung durch 15 min sir.tauchen in sin han- 
10 dalsUbliches N'ickeibad. 

Beispial 6 

Anstelie des Nickalbades wird ein handeislibliches Kupferbad 
15 verwendst. Sonst w;e Baispiei 5. 

Beispiel 7 

Auf air.en Sili ziumwaf e: wird das Dieiektrikum Poiybenzoxazol 

20 durch Schleuder t aehnik aufgabracht, bei 100°C vorgetrocknet 
und auf einer Ko-piata jeweiis 1 min bei 200 g C/ 250°C und 
350*C enter Stickstof f auscehartet. Anschlieflend wird die 
Oberfl^che in eir.era Wasssrgasplasma IC0:X Z wia 1:1; 500 Watt, 
SOscct., 50 mTcrr) aktiviart. Die aktivierte Oberfiache wird 

25- 10 s in deionisiartes Wasser -getaucht, da-s Wasser abgeschleu- 
dert und der Wafer 60s bei 120 a C getrocKr.at . Danach wird eine 
zweite Lage Poiybenzoxazol durch Siebdruck aufgabracht, vor- 
getrccknet ur.d - wis oben- ausgehartet. 3ai der Plasna-Akti- 
via rung entseeht eine carbcxylgruppanhaitige Oberfiache, auf 

30 der sich durch lintauchen in eine Lbsung von 200 ittg r^-Bi- 

pyridyl-n 2 4, 4 ^-Dianino-stilbenopalladiuaiCII) in 500 ral Iso-"" 
uropar.ol selektiv der Paliadiumkoiapiex anbinden lasst. An- 
schlieflend wird der Pailaciumkompiex in smer alkalischen 
Borhydrid-Lbsung (lg Natriujiborhydrid, 5 g Natriusihydroxid 

35 gelds- in 1000 xl Wasser) reduziart (RT, 2 rain) . Da'raufhin 
erfoigt die cheiaischs Verkupf erung (10 nin) rait eineio han- 
delsublichen Kupferbad. 
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Beispiel 8 

.Analog Eeispiel 7 erfolgt die Aktivierung durch Plasma mic 
5 Forraiergas (Ni, H 2 (1:1)). Ailerdings wird dann die Bekeimung 
mit einer Losur.g von 200mg Ti 2 -Bipyridyl 4 , 4 ' -Dicarboxy-T]*- 
stilbenopalLadiuxM") in 500 ml Isopropanol, der 0/5 nil w&ss- 
riger Armctoniak (24 %i zugesetzt wurde, durchgeftlhrt . 

10 Beispiel 9 

Analog Beispiei 7 erzolgt die Aktivierung durch ein Plasma 
mit Ammcniak, Ailerdings wird dann die Bekeimung rait einer 
Losur.g von 200 mg r; 2 -3ipyridyl 4 , 4 ' -Dicarboxy-V-st ilbeno- 
15 palladium ( II) in 50C mi Isopropanol, der 0,5 ml wassriger 
Ammonia k (24 %) zugesatzt wurde, durchgefuhrt . 

Die Ficur zeigt einer. Ausschnitt aus einem Bauelement wis ei- 
nem Wafer, wobei iir. Querschr.itt 4 Schichten zu erkennen sind; 

20 Unten das Subs-rat 1/ auf den die Isolierschicht 2, die akti- 
viert ist, anschliefii: . Die Isoiierschicht 3 ist strukturiert 
und lagt dadurch teilweise die Oberfliche der aktivierten 
Schichc 2 frai. An der freigelegten OberflSche ist die Iso- 
liersctucht 2 durch Bakeiiaung und Metallisierung mit dem rcie- 

25 tallischen. Leiterband 4 belegt. 

Die Erfindung erra<5cl^cht eine kos tsnguns tige, selektive Me- 
tallisierung einer Isoiierschicht ohr.e Strippen oder RUck- 
Stzung, Das Anwendungsspektrum des Verfahrens ist breit ge- 

30 fSLcherc, well keine Einschrankung hinsichtlich des eingesetz- 
tan Isolators besteht, Zudera kdnnen verschiedens te Isolatoren 
kombiniart werden. 3ei der Nutzung von pho tosensitiven Mate- 
rialmen sind die Belichtungsenergien und bei der Nutzung von 
nicht photosensitiven Material sind die Druckzeiten gering, 

.35 so dass ein cuter Durchsatz erzielt wird. Das Verfahren ist 

kompatibel mit vorhandenen Prozefllinien, weil bei der Verwen- 
dung von photosansitiven Isolatoren die Belichtung zur Akti- 
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vierung im nahen oder tiefen UV-Bereich erfolgan kanr. 
(200 bis 450 nr., insbesondece der Beraich von 350 bis 450 run) 
und sonut: bereits in der ProzeQlinie existierends Belich- 
tungsger&te kcstenguns tig verwendet werden konnen. Das Poiy- 
5 mer des Isolators wird durch die Aktivierur.g nicht abgebaut 
und/oder gespalten, so dass keine niedermolekularar. Abfall- 
produkte ents tehen . 

Die Erfindung cetrifft ein Verfahren 2ur Metallisierung eines 
10 Isolators und/oder Dielektrikuius, wobei der Isolator zunachst 
aktiviert, anschlisliand mit einem weiteren Isolator beschich- 
tat und dieser strukturier z / dann der erste bekeirat und 
schliaiilich icietallisiert wird. 
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Zusaiwaen fas sung 

Verfahren zur Ms^allisierung eines Isolators und/oder eines 
Dielektrikujus 



Die Srfindung betri ftz ein Verfahren zur Mataliisisrur.g eins 
Isolators und/oder Dielektrikums , wobei der IsoLator zunachs 
aktiviert, anschlieGend rait sin em weiteren Isolator beschich 
tet und dieser sfcrukturiert/ dann dsr erst 9 hsksimt und 
10 schliefllich mecsilis iert wird. 
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